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光有机半导体器件的涂覆溶液，以及用于非发光有机半导体器件的有机半导体膜
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摘要(译)

本发明提供一种含有下式所示化合物的有机晶体管，其在用于有机晶体
管的半导体有源层时导致高载流子迁移率，并且在半导体有源层中在有
机溶剂中显示出高溶解性。 X是O，S或Se; p和q为0到2; R 1 至R 10 ，
R a ，R b 为氢，卤素或-L-R; R 1 至R 10 之一，R a ，R b 为-L-R; L是
特定的二价连接基团; R是烷基，氰基等。
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